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Os substratos de carbeto de silicio (SiC) utilizados em microeletrénica apresentam um desempenho superior ao
silicio em aplicagdes especificas, onde os dispositivos eletronicos sdo submetidos a altas temperaturas, poténcias e freqliéncias.
Uma importante etapa na fabricagdo desses dispositivos € o crescimento de filmes de dxido de silicio. A interface formada entre o
filme crescido (SiO,) e o substrato (SiC) possui propriedades elétricas inferiores as da interface SiO,/Si. Uma melhor interface é
obtida a partir de um tratamento térmico do filme em atmosfera de NO. No presente trabalho, estudaram-se as quantidades
incorporadas e a distribui¢do de N e O ap6s um tratamento em NO de um filme de 6xido de silicio crescido sobre SiC. Para tanto
utilizaram-se métodos de tragagem isotopica e anlise por reacdes nucleares. Os perfis de nitrogénio obtidos mostraram que essa
espécie quimica se incorpora preferencialmente na regido de interface SiO,/SiC (PIBIC-CNPg/UFRGS 98/99).
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